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La5Mo4O16は磁性を持つMoO6の八面体が ab面上に

正方格子を組み，その面間を Mo2O10の非磁性クラス

ターが繋いでいる擬二次元構造をとる[1]。このよう

な磁性を持つ層状物質の面間方向の磁気抵抗は特有

の振る舞いをすることが期待される。本研究では，

La5Mo4O16 及 び Mo を 一 部 Co で 置 換 し た

La5Mo4-xCoxO16 の単結晶を溶融塩電解法[2]を用いて

作製し，磁化率と磁気抵抗を測定した。 

磁場を c 軸方向にかけたときの磁化率の温度依存

性を図 1 に示す。La5Mo4O16では TAF=190K でカスプ

が存在し，これは反強磁性転移と考えられる。さら

に TF=70K で急激に磁化率が上昇し，強磁性への転

移を意味している。磁化率の磁場依存性を測定する

と，TF<T<TAFでは 0.5T 付近で磁化率が急激に増大

し，これは反強磁性から強磁性へのメタ磁性転移を

示唆している。一方，T<TFでは強磁性的なヒステリ

シスが観測された。これらの磁化率の結果と過去の

中性子回折の結果[3]から，La5Mo4O16では ab 面内で

Mo
4+と Mo

5+がフェリ磁性的に整列して自発磁化を

持ち，この自発磁化が TF<T<TAFでは面間で反強磁

性的に，T<TFでは強磁性的に整列すると考えられる。

さらに，TF<T<TAFでも磁場をかけることで面間で強

磁性的に整列すると考えられる。La5Mo4O16の Mo

を一部 Co に置換した La5Mo4-xCoxO16の磁化率測定

では，x が増加するにしたがって TAFが低下したが

TFはほとんど変化しなかった。 

La5Mo4O16の面間方向の磁気抵抗の結果を図 2に

示す。150K では 0.5T の磁場によって面間で反強磁

性的に整列している磁化が強磁性的に整列するこ

とに伴い，抵抗が急激に減尐する。一方，40K では

0.5T の磁場によって抵抗が極大をとるが，これは

面間で強磁性的に整列しているモーメントが磁場

で反転する際にドメイン構造をつくるためである

と考えられる。また，La5Mo4-xCoxO16(x=0.5)の磁気

抵抗測定では，磁場をかけてから磁場を切った際に

抵抗が 100 秒程度で緩和する現象がみられた。これ

は磁場をかけることで強磁性的に整列した磁化が，

反強磁性的な基底状態へ戻る際に様々な準安定状

態を通るためであると考えられる。 

【研究業績】 
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図 1. 磁化率の温度依存性 
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図 2. 磁気抵抗測定(a)150K (b)40K 
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図 3. 抵抗率の緩和現象 
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